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(S) Halbleiterchip-Gehause fur Oberflachenmontage sowie Verfahren zum Herstellen desselben 
® Es werden eine Lotmittelstruktur fur ein BGA- oder 

LGA-Gehause zur Oberflachenmontage eines Halbleiter- 

chips sowie ein Verfahren zum Herstellen eines solchen 

Gehauses angegeben. Das Gehause umfaSt einen Ge- 

hausekorper (2) mit einer darin ausgebildeten Verbindung 

und einem darin aufgenommenen Halbleiterchip (1), wo- 

bei doppelschichtige Lothocker (6) als externe Verbin- 

dungsanschlusse an der Unterseite des Gehausekorpers 

angebracht sind. 




CO 

2 BEST AVAILABLE COPY 

a 



BNSOOCIO: <0E„ 19743767A1 I 



BUNDESDRUCKEREI 05.98 802 027/314/1 



22 



DE 197 43 767 A 1 



l 

Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Halbleiterchip-Gehause ftir 
Oberflachenniontage, im folgenden als Gehause bezeichnet, 
und spezieller betrifft sie eine Lotstruktur fur BGA(Ball 
Grid Array = Kugelrasterfeld mit halbkugeligen Kontakt- 
flecken)- oder ein LGA(Land Grid Array = Flachenraster- 
feld mit flachenformigen Kontaktflecken)-Gehause; auBer- 
dem betrifft sie ein Verfahren zum Herstellen eines derarti- 
gen Gehauses. 

Fig. 1 zeigt ein herkommliches BGA-Gehause mit einem 
Feld von Lotkugeln 8, die anstelle von ZuLeitungen auf der 
Riickseite eines Gehausekorpers 2 eines Verbindungssub- 
strats vorhanden sind, wobei dieses Gehause eine kleinere 
Gehauseflache als ein QFP(Quad Flat Package = Quadrat- 
Flachbaustein)-Gehause aufweist, und es ist dahingehend 
gegenuber einem QFP-Gehause von Vorteii, daB es keine 
Verformung von Zuleitungen zeigt. 

Nachfolgend werden Schritte zum Herstellen eines BGA- 
Gehauses veranschaulicht. 

Nach dem Herstellen einer integrierten Schaltung auf ei- 
nem Wafer werden Halbleiterchips 1 auf dem Wafer durch 
Zersagen desselben abgetrennt. Auf ein Verbindungssub- 
strat, auf dem Verbindungsleitungen ausgebildet sind, wird 
ein Uberzug aus einem Kleber 9 aufgetragen, auf den ein ab- 
getrennter Halbieiterchip 1 aufgeklebt wird. Nach Fertig- 
stellung des Aufklebens des Chips erfolgt ein Drahtbonden, 
bei dem auf dem Halbieiterchip 1 ausgebildete Bondflecke 
10 und jeweiiige Verbindungsleitungen 11 auf dem Verbin- 
dungssubstrat durch feine Metalleitungen 12 miteinander 
verbunden werden. Nach dem Drahtbonden wird der Halb- 
ieiterchip 1 durch eine EMC (Epoxy Molding Compound = 
Epoxid-GieBverbindung) 13 vergossen. Nach AbschluB des 
VergieBvorgangs wird ein RuBmittel-Beschichtungsschritt 
ausgefiihrt, bei dem eine Lotpaste mit vorbestimmtem Mu- 
ster ubertragen wird, urn ein FluBmittel auf die Unterseite 
des Gehausekorpers 2, der als Verbindungssubstrat ausge- 
bildet ist, durch Siebdruck aufzutragen. Nach der FluBmit- 
telbeschichtung werden Lotmittelkugeln 8 auf dem be- 
schichteten FluBmittel 14 mit vorbestimmtem Muster auf 
der Unterseite des Gehausekorpers 2 angebracht, die riick- 
geschmolzen werden, urn sie test mit dem Gehausekorper 2 
zu verbinden. Danach wird durch Reinigen und Markieren 
ein fertiggestelltes BGA-Gehause hergestellt. Wenn die 
Warmeexpansionskoeffizienten des Gehausekorpers 2 des 
Verbindungssubstrats sowie einer Montageplatine (nicht 
dargestellt) nicht identisch sind, kann dieses BGA-Gehause 
schlechte Auswirkungen auf den Gehausekorper 2 haben. 

Die Fig. 2 und 3 veranschaulichen ein BGA-Gehause, 
wie es in JP-A-8-46084 offenbart ist, urn schlechte Auswir- 
kungen, wie sie von nicht ubereinstimmenden Warmeaus- 
dehnungskoeffizienten des Gehausekorpers 2 und der Mon- 
tageplatine herruhren, zu verhindern, was nachfolgend be- 
schrieben wird. 

GemaB den Fig. 2 und 3 umfafit das BGA-Gehause einen 
groBen Gehausekorper 2, in dem unter gegenseitiger Verbin- 
dung Verbindungsmusterfilme 16, die auf die Unterseite des 
Gehausekorpers 2 aufgebracht sind, wobei jeweils eine ela- 
stische Schicht 15 eingefugt ist und Lotmittelkugeln 8 aus- 
gebildet sind, die als externe Verbindungsanschliisse dienen. 
Der Verbindungsmusterfilm 16 enthalt seinerseits einen 
elektrisch isolierenden Tragerfilm 17 und ein darauf ausge- 
bildetes Verbindungsmuster 18. Ein Ende des auf dem Tra- 
gerfilm 17 ausgebildeten Verbindungsmusters 18 ist mit ei- 
ner Lotmittelkugel 8 verbunden, die den externen Verbin- 
dungsanschluB bildet, wahrend das andere Ende elektrisch 
mit einer internen Verbindung 11 verbunden ist, die im Ge- 
hausekorper 2 ausgebildet ist. Im Betrieb absorbiert die ela- 



stische Schicht 15 des BGA-Gehauses gemaB dem obigen 
System die Differenz der Warmeausdehnungen zwischen 
dem Gehausekorper 2 und der Montageplatine, um die Lot- 
verbindung zu schutzen. Der HerstellprozeB fur das BGA- 
5 Gehause, wie im Dokument JP-A-8-46084 offenbart, ist 
identisch mit dem zuvor eriauterten HerstellprozeB fiir ein 
herkommliches Gehause, ink Ausnahme des Schritts des 
Anbringens des Verbindungsmusterfilms und der elasti- 
schen Schicht 15. 
to Jedoch fuhrt der wesentliche BefestigungsprozeB fur die 
Lotmittelkugel 8 beim obengenannten herkommlichen 
BGA-GehauseherstellprozeB zu verschiedenen Problemen, 
die eine Produktivitatsverringerung verursachen. Es beste- 
hen namlich Probieme nicht nur dahingehend, daB der Lot- 
is mittelkugel-BefestigungsprozeG auszufiihren ist, der hohe 
Ausriistungskosten bei niedrigem InvestitionsruckfluB er- 
fordert, sondern daB auch dann, wenn eine der auf den Ge- 
hausekorper 2 aufgeloteten Lotmittelkugeln von der Befesti- 
gungsflache abfallen sollte, ein emeutes Anbringen einer 
20 Lotnuttelkugel schwierig ist, was Gehausedefekte verur- 
sacht. 

AuBerdem besteht beim herkommlichen BGA-Gehause- 
herstellprozeB das Problem, daB die Zuverlassigkeitder Lot- 
mittelverbindung und die Zuverlassigkeit bei der anschlie- 

25 Benden Gehausemontage nicht mehr verbessert werden kon- 
nen, da eine Beschrankung hinsichtlich des Hochstehens 
(Hohe "h" in Fig. 2) der Lotmittelkugel 8 beim herkommli- 
chen Befestigungs verfahren besteht, bei dem vorbereitete 
Lotmittelkugeln am Verbindungssubstrat befestigt werden. 

30 D. h., daB dann, wenn die Warmeexpansionskoeffizienten 
des Gehausekorpers 2 und des Montages ubstrats nicht uber- 
einstimmen, die Tendenz besteht, daB die auf den Verbin- 
dungsteil zwischen der Lotnuttelkugel 8 und dem Monta- 
gesubstrat ausgeubte Scherkraft, wie sie von dieser Diffe- 

35 renz herriihrt, die Lotmitte I verbindung wahrend des Be- 
triebs des auf eine Montageplatine montierten BGA-Gehau- 
ses zerstort wird, da die Lotmittelkugel 8 nur wenig hoch- 
steht, so daB bei diesem Verfahren zum Befestigen von Lot- 
mittelkugeln das Problem besteht, daB die Lebensdauer von 

40 Gehausen verringert ist. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Gehause 
und ein Verfahren zum Herstellen desselben zu schaffen, 
durch die die Zuverlassigkeit der Lotnuttelverbindung und 
die Zuverlassigkeit der Gehausemontage verbessert sind. 

45 Diese Aufgabe ist hinsichtlich des Gehauses durch An- 
spruch 1 und hinsichtlich des Verfahrens durch Anspruch 16 
gelost. 

Zusatzliche Merkmale und Aufgaben der Erfindung wer- 
den in der folgenden Beschreibung dargelegt und gehen teil- 
50 weise aus dieser hervor, ergeben sich aber andererseits auch 
beim Ausuben der Erfindung. Die Aufgaben und andere 
Vorteile der Erfindung werden durch die Konstruktion er- 
zielt, wie sie speziell in der Beschreibung, den Anspruchen 
und den beigefugten Zeichnungen dargelegt ist. 
55 Es ist zu beachten, daB sowohl die vorstehende allge- 
meine Beschreibung als auch die folgende detaillierte Be- 
schreibung beispielhaft und erlauternd fur die beanspruchte 
Erfindung sind. 

Die beigefugten Zeichnungen, die beige fug t sind, um das 
60 Verstandnis der Erfindung zu fordern, veranschaulichen 
Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung und dienen zusammen 
mit der Beschreibung dazu, deren Prinzipien zu erlautem. 

Fig. 1 ist ein Langsschnitt, der ein Beispiel eines her- 
kommlichen BGA-Gehauses fiir Halbleiterchips zeigt; 
65 Fig. 2 ist ein Langsschnitt, der ein anderes Beispiel eines 
herkommlichen BGA-Gehauses fur Halbleiterchips zeigt; 
Fig. 3 ist eine vergroBerte Ansicht des Teils "A" in Fig. 2; 
Fig. 4 ist ein Langsschnitt, der ein Gehause gemaB einem 
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* ersien Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung zeigt; 

Fig. 5 ist eine vergroBerte Ansicht des Teils "B" in Fig. 4; 

Fig. 6 und 7 veranschaulichen andere Ausfiihrungsbei- 
spiele des Teils "B" in Fig. 4; und 

Fig. 8 ist ein Langsschnitt, der ein Gehause gemaB einem 5 
zweiten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung zeigt. 

Nun wird im einzelnen auf die bevorzugten Ausfuhrungs- 
beispiele der Erfindung Bezug genommen, die teilweise in 
den beigefiigten Zeichnungen veranschaulicht sind. 

GemaB den Fig. 4 und 5 umfaBt das Gehause gemaB dem 10 
ersien Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung einen Gehause- 
korper 2 mit einer darin ausgebildeten Verbindungsanord- 
nung und einem darin aufgenommenen Halbleiter 1 sowie 
doppelschichtige Lothocker 3, die externe Verbindungsan- 
schliisse darstellen, die mit der Unterseite des Gehausekor- 15 
pers 2 verbunden sind. Wie es in Fig. 5 dargestellt ist, ver- 
fiigt jeder der doppelschichtigen Lothocker 3 uber eine Dop- 
pelschicht aus einer ebenen Tragerschicht 4 und einer mit 
dieser verbundenen Lotmittelschicht 5. Die Tragerschicht 4 
auf dem Gehausekorper 2 besteht aus Metall mit einer Dicke 20 
von 45 um, wie durch Photoatzen hergestellt, oder sie wird 
durch pri mares Photoatzen und elektrolytische oder nicht- 
elektrolytische Kupferplatierung mit einer Dicke von 45 um 
hergestellt. damit der doppelschichtige Lothocker 3 hoher 
absteht. AuBerdem ist an der Oberflache der Tragerschicht 4 25 
aus einem Cu-Dunnfilm eine Metallplatierung 6 aus einer 
Ni • Au- oder einer Sn ■ Pb-Legierung ausgebildet, um fur 
groBere Haftfestigkeit der daran anzubringenden Lotmittel- 
schicht 5 zu sorgen. Die Hohe der Metallplatierung 6 auf der 
Tragerschicht 4 entspricht einer Dicke von 5-40 um im Fall 30 
einer Platierung mit einer Ni • Au-Legierung, und einer 
Dicke von 10-lOOum im Fall einer Platierung aus einer 
Sn • Pb-Legierung. Dann wird durch Siebdruck eine Lotmit- 
telpaste mit einem vorbestirnmten Muster, wie auf eine Me- 
tallmaske aufgetragen, auf die Tragerschicht 4 ubertragen, 35 
um die Lotmittelschicht 5 mit 100-500 um auszubilden. 
DemgemaB hat der doppelschichtige Lothocker 3 aus der 
Tragerschicht 4 und der Lotmittelschicht 5 eine Minimal- 
hohe von 150 pm. Das Grundzusammensetzungsverhaltnis 
von Sn und Pb beim Herstellen der Platierung 6 aus der 40 
Sn - Pb-Legierung und der Lotmittelschicht 5 betragt 
90 : 10, und es kann Ag hinzugesetzt sein. um die Oberfla- 
chenharte der Platierung 6 und der Lotmittelschicht 5 zu er- 
hohen. Auch kann, wie es in den Fig. 6 und 7 dargestellt ist, 
eine Vertiefung 7a oder ein Vorsprung 7b in der Trager- 45 
schicht 4 ausgebildet sein, um die Kontaktflache zwischen 
ihr und der Lotmittelschicht 5 zu erhohen. 

Nun wird ein Ausfuhrungsbeispiel fur das erfindungsge- 
maBe Verfahren zum Herstellen des doppelschichtigen Lot- 
hockers 3 beschrieben. Dieser wird mittels zweier Schritte 50 
an der Unterseite des Gehause korpers 2 hergestellt, namlich 
durch Herstellen der Tragerschicht 4 beim Herstellen des 
Verbindungssubstrats im Gehausekorper 2, gesondert vom 
Herstellschritt fur das Gehause, und durch Herstellen der 
Lotmittelschicht 5, was nach dem GieBschritt erfolgt, der 55 
ein Schritt zum Herstellen des Gehauses ist. 

D. h., daB im ersten Schritt die Tragerschicht 4 und die 
Metallplatierung 6 mit einer Gesamtdicke von 50-150 um 
beim Schritt des Herstellens des Verbindungssubstrats. ge- 
sondert vom Schritt des Herstellens des Gehauses. ausgebil- 60 
det werden; dabei wird zunachst die Tragerschicht 4 aus ei- 
nem Kupfer-Diinnfilm. der ein Tragerfilm ist, nut einer 
Dicke von mindestens 45 um durch Photoatzen oder durch 
elektrolytische oder nicht-elektrolytische Kupferplatierung 
nach einem Primar-Photoatzvorgang hergestellt. Unter die- 65 
sen Bedingungen wird eine Metallplatierung 6 aus einer 
Ni * Au- oder einer Sn • Pb-Legierung auf der Tragerschicht 
4 ausgebildet. um fur groBere Haftfestigkeit zwischen der 
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Tragerschicht 4 und der Lotmittelschicht 5 zu sorgen. die im 
folgenden GehauseherstellungsprozeB durch Siebdruck her- 
gestellt wird. Wenn die Gesamtdicke des doppelschichtigen 
Lothockers 3 betrachtet wird, erfolgt die Platierung vor- 
zugsweise mit einer Dicke von 5-40 um im Fall einer 
Ni • Au-Legierung und mit einer Dicke von 10-100 um im 
Fall einer Sn ■ Pb-Legierung. Nach dem Herstellen der Tra- 
gerschicht 4 auf dem Verbindungssubstrat im Gehausekor- 
per 2 werden Chipbond-. Drahtbond- und GieBprozesse auf- 
einanderfolgend ausgefuhrt. 

Nach AbschluB des GieBprozesses wird ein Schritt zum 
Herstellen der Lotmittelschicht 5 ausgefuhrt, der der zweite 
Schritt zum Herstellen des doppelschichtigen Lothockers 3 
ist. D. h„ daB Druckbonden, durch das der Halbleiterchip 1 
mit dem Verbindungssubstrat verbunden wird, Drahtbon- 
den, bei dem feine Metalleitungen 12 beim elektrischen Ver- 
binden der Bondkissen 10 auf dem Halbleiterchip 1 mit den 
Verbindungsleitungen im Verbindungssubstrat im Gehause- 
korper verwendet werden, und ein GieBprozeB. bei dem der 
Halbleiterchip 1 mit EMC vergossen wird, aufeinanderfol- 
gend ausgefuhrt werden. 

Nach AbschluB des VergieBvorgangs wird der Gehause- 
korper 2 mit der Oberseite nach unten gedreht, um auf den 
Boden desselben eine Metallmaske aufzusetzen, die eine 
Beschichtung einer Lotmittelpaste mit vorbestimmtem Mu- 
ster aufweist, um einen Siebdruckvorgang zum Ubertragen 
der Lotmittelpaste von der Metallmaske auf die Metallplat- 
tierung 6 auf der auf dem Verbindungssubstrat ausgebilde- 
ten Tragerschicht 4 auszufuhren, um dadurch die Lotmittel- 
schicht 5 in Form einer Platte herzustellen. Unter Beriick- 
sichtigung der Gesamtdicke des doppelschichtigen Lothok- 
kers 3 wird die Lotmittelschicht 5 durch den Siebdruckvor- 
gang auf der Metallplatierung 6, die auf die Tragerschicht 
aufgetragen ist, mit einer Dicke von 100-500 um ausgebil- 
det. Das Grundzusammensetzungsverhaltnis von Sn und Pb 
beim Herstellen der Platierung 6 aus einer Sn ■ Pb-Legie- 
rung und der Lotmittelschicht 5 betragt 9 : 10, wobei Ag zu- 
gesetzt werden kann, um die Oberflachenharte der Platie- 
rung 6 und der Lotmittelschicht 5 zu erhohen. Auch kann. 
wie es in den Fig. 6 und 7 dargestellt ist. eine Vertiefung 7a 
oder ein Vorsprung 7b in der Tragerschicht 4 hergestellt 
werden. um die Kontaktrlache zwischen ihr und der Lotmit- 
telschicht 5 zu erhohen, was fur eine groBere Zwischenfla- 
chen-Haftkraft zwischen der Tragerschicht 4 und der Lot- 
mittelschicht 5 sorgt. 

Nach dem Siebdruckvorgang wird die Lotmittelschicht 5 
einer Warmebehandlung zum Aufschmelzen unterzogen, 
damit sie sich an ihrem Ende durch Oberflachenspannung 
abrundet. um die Herstellung des doppelschichtigen Lot- 
hockers 3 abzuschlieBen. 

D. h.. daB das erfindungsgemaBe Verfahren zum Herstel- 
len eines Gehauses folgende Schritte umfaBt: Herstellen ei- 
ner Tragerschicht 4 auf der Unterseite des Verbindungssub- 
strats beim Herstellen desselben in einem Gehausekorper 2 
fur elektrisches AnschlieBen an eine externe Verbindungs- 
elektrode im Verbindungssubstrat und darauffolgendes Ver- 
binden einer Lotmittelschicht 5 mit der Tragerschicht 4, wie 
auf dem Verbindungssubstrat vorab nach einem GieBschritt 
ausgebildet, um dadurch einen doppelschichtigen Lothocker 
3 auszubilden, wodurch die Produktivitat beim Gehauseher- 
stellungsprozeB und die Zuverlassigkeit der Verbindung 
zwischen dem doppelschichtigen Lothocker 3 und einer 
Montageplatine, wenn das Gehause auf einer solchen mon- 
tiert wird, verbessert sind. 

Fig. 8 ist ein Langsschnitu der ein Gehause gemaB einem 
zweiten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung zeigt, wobei es 
sich um eine Anwendung auf ein LGA-Gehause vom Typ 
mil einem nach oben gerichteten Hohlraunt handelt, wobei 

BEST AVAILABLE COPY 



BNSOOCIO:<OE 19743767A1 I > 



DE 197 43 767 A 1 ^ 



folgende Schritte ausgeflihrt werden: ein Drahtbondschritt 
zur Verwendung feiner Meialleitungen 12 beim elektrischen 
Verbinden der Bondkissen 10 mit den Verbindungsleitungen 
11 im Verbindungssubstrat, wenn der Halbieiterchip 1 auf 
dem Gehausekorper 2 im Verbindungssubstrat montiert 5 
wird, und ein GieBschritt zum dichten EinschlieBen des 
Haibleiterchips I auf der Oberseite des Gehausekorpers 2 
durch EMC 13. 

So verbessert der erfindung sgemaBe doppelschichtige 
Lothocker 3, der leicht bei beiiebigen Gitterraster-Gehau- io 
sen, wie LGA- und BGA-Gehausen, anwendbar ist, die An- 
bringungszuverlassigkeit einer Lotmittelverbindung am Ge- 
hause und verlangert die Montagelebensdauer des Gehau- 
ses. 

Durch Ersetzen des komplizierten Schritts beim her- 15 
kommlichen GehauseherstellungsprozeB zum Anbringen 
der Lbtmittelkugel 8 durch einen einfachen Schritt kann die 
Erfindung die Produktivitat des Gehauseherstellungsprozes- 
ses verbessem. D. h., da ein Verbindungssubstrat in den Ge- 
hauseherstellungsprozeB unter der Bedingung eingefuhrt 20 
wird, daB beim Schritt der Hersteilung des Verbindungssub- 
strats vorab eine Pragerschicht 4 eines doppelschichtigen 
Lothockers hergestellt wird, was es ermbglicht, einen Sieb- 
druck- und Aufschmelzvorgang zum Herstellen einer Lot- 
mittelschicht 5 beim GehauseherstellungsprozeB auf einfa- 25 
che Weise auszufiihren, daB die Erfindung die Produktivitat 
des Gehauseherstellungsprozesses verbessem kann. 

Wahrend der herkommliche GehauseherstellungsprozeB 
teure Ausriistung zum Anbringen von Lotmittelkugeln 8 am 
Verbindungssubstrat erfordert, benotigt das erfindungsge- 30 
maBe Verfahren zum Herstellen eines Gehauses nur eine bil- 
lige Siebdruckausriistung, wodurch die Erfindung Kostener- 
sparnisse erleichtert und den Investierkosten-RuckfluB ver- 
bessert. 

Da beim erfindungsgemaBen Gehause der doppelschich- 35 
tige Lothocker 3 doppelt so hoch wie beim herkommlichen 
Gehause mit Lotmittelkugel 8 hochsteht, kann die Erfindung 
die Zuverlassigkeit der Lotmittelverbindung mehr als ver- 
doppeln (auf Grundlage einer Versuchsgleichung zum Er- 
zielen der Zuverlassigkeit). Daruber hinaus kann dann, 40 
wenn in der Tragerschicht 4 die Vertiefung 7a oder der Ver- 
sprung 7b ausgebildet ist, die Montagezuverlassigkeit mehr 
als drei Mai verbessert werden. 

AuBerdem kann das erfindungsgemaBe Gehause Kosten 
bei der Hersteilung des Verbindungssubstrats einsparen und 45 
die Produktivitat bei der Hersteilung desselben sogar im 
Vergleich mit dem Fall des herkommlichen LGA-Gehauses 
verbessem, bei dem als erhabene Bereiche ausgebildete An- 
schlusse als externe Verbindungsanschlusse verwendet wer- 
den, und es kann bei Montage auf einer Montageplatine ver- 50 
besserte Lebensdauer zeigen. 

So kann die Erfindung durch Verbessem der Lotmittel- 
siruktur und des Herstellverfahrens fiir ein BGA- oder 
LGA-Gehause, also einem Halbleiterchip-Gehause fur 
Oberflachenmontage, nicht nur die Zuverlassigkeit der Lot- 55 
mittelverbindung und die Montagezuverlassigkeit des Ge- 
hauses verbessert werden, sondem auch die Produktivitat 
beim Herstellen des Gehauses. 



Paten tanspruche 
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1. Halbleiterchip-Gehause fur Oberflachenmontage, 
mit einem Gehausekorper (2), in dem Verbindungslei- 
tungen ausgebildet sind und in dem ein Halbieiterchip 
(1) aufgenonimen ist, gekcnnzcichnet durch doppel- 65 
schichtige Lothocker (3), die als externe Verbindungs- 
anschlusse an der Unterseite des Gehausekorpers aus- 
gebildet sind. 



2. Gehause nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. 
dalS jeder doppelschichtige Lothocker eine Trager- 
schicht (4) aus einem ebenen Metal! und eine auf diese 
aufgetragene Lotmittelschicht (5) aufweist. 

3. Gehause nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Tragerschicht (4) aus einem Kupfer-Dunnfilm 
besteht. 

4. Gehause nach einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Tragerschicht (4) mit 
einer Dicke von 45 um auf dem Gehausekorper (2) aus- 
gebildet ist. 

5. Gehause nach einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Tragerschicht (4) eine 
Vertiefung (7a) aufweist, um ftir eine groBere Kontakt- 
flache zur Lotmittelschicht (5) zu sorgen. 

6. Gehause nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Tragerschicht (4) einen Vor- 
sprung (7b) aufweist, um fur eine groBere Kontaktrla- 
che zur Lotmittelschicht (5) zu sorgen. 

7. Gehause nach einem der vorstehenden Anspruche, 
gekennzeichnet durch eine auf der Tragerschicht (4) 
ausgebildete Metallplatierung (6), um fiir groBere Haft- 
festigkeit z wise hen der Tragerschicht und der Lotmit- 
telschicht (5) zu sorgen. 

8. Gehause nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Metallplatierung (6) aus einer Ni • Au-Legie- 
rung besteht. 

9. Gehause nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Metallplatierung (6) aus einer Sn ■ Pb-Legie- 
rung besteht. 

10. Gehause nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Metallplatierung (6) eine Dicke von 
5-40 um aufweist. 

11. Gehause nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Metallplatierung (6) eine Dicke von 
10-100 um aufweist. 

12. Gehause nach einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Lotmittelschicht (5) 
aus einer Sn ■ Pb-Legierung besteht. 

13. Gehause nach Anspruch 1 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Grundzusamniensetzungsverhaltnis von 
Sn und Pb in der Lotmittelschicht 90 : 10 betragt. 

14. Gehause nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Metallplatierung derSn • Pb-Legierung ein 
Grundzusammensetzungsverhaltnis von Sn und Pb von 
90 : 10 aufweist. 

15. Gehause nach einem der Anspruche 11 oder 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB der platierenden Sn • Pb- 
Legierung und der Lotmittelschicht Ag zugesetzt sind, 
um fur groBere Oberflachenharte der Sn ■ Pb-Legie- 
rung zu sorgen. 

16. Verfahren zum Herstellen eines Halbleiterchip- 
Gehauses fiir Oberflachenmontage, gekennzeichnet 
durch die folgenden Schritte: 

(1) Herstellen einer Tragerschicht, die elektrisch mit ei- 
ner externen AnschluBelektrode in einem Verbindungs- 
substrat an der Unterseite desselben verbunden ist, 
beim Herstellen des Verbindungssubstrats, bei dem es 
sich um einen Gehausekorper handelt; und 

(2) Verbinden einer Lotmittelschicht mit der auf dem 
Verbindungssubstrat ausgebildeten Tragerschicht 
vorab, damit nach einem ChipgieBschritt, der ein 
Schritt beim GehauseherstellungsprozeB ist, ein dop- 
pelschichtiger Lothocker vorliegt. 

17. Verfahren nach Anspruch 16, gekennzeichnet 
durch den Schritt des Herstellens einer Metallplatie- 
rung auf der Tragerschicht nach dem Schritt (1), um fiir 
eine starkere Grenzflachen-Haftkraft zwischen der Tra- 
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gerschicht und der Lomiittelschicht zu sorgen. 

18. Verfahren nach Anspruch 17. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Metallplatierung aus einer Ni - Au- 
Legierung hergestellt wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die Metallplatierung aus einer Sn • Pb- 
Legierung hergestellt wird. 

20. Verfahren nach einem der Anspruche 16 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Tragerschicht aus ei- 
nem Metall durch Photoatzen hergestellt wird. 

21. Verfahren nach einem der Anspruche 16 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Tragerschicht aus 
Metall durch elektrolytisches oder nicht-elektrolyti- 
sches Kupferplatieren nach einem ersten Photoatzvor- 
gang ausgefiihrt wird. 

22. Verfahren nach einem der Anspruche 16 bis 21, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Lotmittelschicht da- 
durch schichtweise mit der Tragerschicht verbunden 
wird, daB ein Siebdruckvorgang ausgefiihrt wird, bei 
dem eine Lotmittelpaste auf einer Metallmaske auf die 
Tragerschicht ubertragen wird. 

23. Verfahren nach einem der Anspruche 16 bis 22, 
gekennzeichnet durch den Schritt des Wiederauf- 
schmelzens der Lotmittelschicht durch eine Warmebe- 
handlung zum Ausbilden eines runden Endes dersel- 
ben. 

24. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Dicke der stapelfonnigen durch Sieb- 
druck mit der Tragerschicht verbundenen Lotmittel- 
schicht 100-500 um betragt. 

25. Verfahren nach einem der Anspruche 16 bis 24, 
dadurch gekennzeichnet, daB der doppelschichtige Lot- 
hocker aus der Tragerschicht und der mit dieser ver- 
bundenen Lotmittelschicht eine Minimalhohe von 
150 um aufweist. 
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